Ujabb érdekes hamisitvany IRL.I640
Kivancsi voltam, milyen alkatrészeket éri meg valakiknek hamisitani és lassan kideriilt, hogy
szinte mindent, ami kicsivel is dragabb egy hasonlé eszkoznél. igy azonnal fel sem tiinik, hogy
hamis, mert az alkalmazasok zomében hasznalhato lesz, ahol éppen nincs sziikség arra az egy
dologra, amiben a valodi eltér a hamistél. A hamisitott eszkoz tehat altalaban miikodik,
kinézetre hasonlg, igy a lebukas esélye kicsi. A hozzam hasonlé kekeckeddk szoktak épp arra
hasznalni, amire a hamis alkalmatlan. Mivel kideriilt, hogy minden értékesebb cucc, ha kicsit
olcsobb, akkor biztosan hamis, nézziink ra egy tipikus mintapéldat.
Kettd, szinte azonos FET lesz, egyetlen lényeges dologban kiilonboéznek, amit a nagy atlag
észre sem vesz.
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Tehat a hamisitvany nyitéfesziiltsége lényegesen meghaladja a specifikalt értéket (2. oldal),
amellett kisebb a Cg kapacitasa is. Ami stimmel, a 200 V-os D-S fesziiltség (atlagosan 220 V a
tobb példanyon mért érték).
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Az igazi FET ez:
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THERMAL RESISTANCE RATINGS ( Leh 1 1 bb )
S ot — o o ehet valami olcso 1S.
Maximum junction-to-ambient Roua : 65 —
Maximum junction-to-case (drain) Rouc - EX]
SPECIFICATIONS T, = 25 °C, unless otherwise noted VISHAY. T
SYMBOL TEST CONDITIONS [ v rve. | max [ unim Vishay Siliconix
Static
Drain-ssource breakdown voltage Vos Vs =0V, Ip = 250 A 200 | - - v
Vs temperature coefficient AVos/Ty Reforonce 10 25 °C, Ip = 1 mA = 027 ~ [ wrc PARAMETER [ _svmsoL | TYP. | MAX. I UNIT
Gate-source threshold voltage Vost) Vios = Vs, Ip = 250 pA. 10 B 20 v ] Maximum junction-to-ambient | Rom | - | 65 | s
Maximum junction-to-case (drain) | Rinc 31 |
Gate-source leakage loss Vas== 10V 100 | A
Zero gate voltage drain current Toes Vos =200V, Vs £ OV - . = ol (Ty = 25 °C, unless otherwise noted)
Y05 =160V, Vs =0V, Ty 160G = = | 250 PARAMETER [ symeoL | TEST CONDITIONS [ MIN. [ TYP. [ MAX. | UNIT
& ate rosist n Vos=5.0V | Ip=59AP N , ot [ ‘Static
RETER0ES o Sl Ieeane oSe) | "Vgs =40V | Ip=50AP B o2t Drain-ssource broakdown voltago Vos Vs = 0V, Ip = 250 A 200 | - P
Forward transconductance 9 Vos =50V, Ip = 10 A® 16 - s AVogTy Roference t0 25 °C, Ip = 1 mA ~ o2 | - [wrc
[ Vs Vs = Vs, I = 250 pA 20 - 40 v 1]
s Vos - 220V = Z100 | A
Vos =200V, Vas =0V 25
Ioss WA
Vos =160V, Vas =0V, Ty=125°C - - [ 20
Roson | Ves=10V Ip=59A - o1 | a
o Vos 50V, Ip- 59AP 52 s

Kis tételben a pillanatnyi arak igy néznek ki: = IRLI640 3.21 USD/db
IRF1640 2.41 USD/db

Viszont, ha nagy iizletre szamitunk, vesziink 1000 db IRFI1640-et darabonként 1,14 USD
értékben, nem sok munka az ,,F” betiibdl ,,L.” betiit csinalni, aztan kis tételben eladjuk
egy kicsivel az eredeti ara alatt, hogy ne legyen til gyaniis, akkor minimalis munkaval
darabonként megkeresheto 6sszeg 2 USD/db. Annyiért biztosan festenek keleten.
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